
深圳市三联盛科技股份有限公司
SHENZHENSLSTECHNOLOGYCO.,LTD.

T0252-2LPlastic-Encapsulate

股票代码871699

型号：SLS2N60

N-CHANNELMOSFETinaTO-252PlasticPackage.

主要特性/Features

低栅电荷,低反馈电容,开关速度快。
Lowgatecharge,lowcrss,fastswitching.

应用/Application

用于高功率DC/DC转换和功率开关。

ThesedevicesarewellsuitedforhighefficiencyswitchingDC/DCconvertersandswitchmodepowersu

pplies.

印字/MARKING等效电路/EquivalentCircuit

极限参数/Absolute Maximum Ratings(TA=25℃unless otherwise noted)
参数名称 符号 额定值 单位

最高漏源电压 VDSX 600 V
连续漏极电流TC=25°C ID 2 A
连续漏极电流TC=100°C ID 1.4 A
脉冲漏极电流 a1

IDM 8 A
栅源电压 VGS ±30 V
耗散功率(Ta=25℃) Ptot 35 W
结温 Tj 150 ℃

单脉冲雪崩能量
as

80 mJ
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电性能参数/Electrical Characteristics (TA=25℃unless otherwise noted)

参数名称 符号 测试条件
规范值

单位
最小 典型 最大

漏源反向电压 VDS VGS=0V,ID=250µA 600 V
通态电阻 RDS(on) VGS=10V,ID=1A 4.5 Ω

阈值电压 VGS(th) VDS=VGS,ID=250µA 2 4 V
源漏正向压降 VSD VGS=0V,IDS=2A 1.5 V

漏源漏电流 IDSS
VDS=600V,VGS=0VTc=25℃ 1 µA
VDS=480V,VGS=0VTc=125℃ 100 µA

源栅漏电流 IGSS(F) VGS=+30V 100 nA
源栅漏电流 IGSS(R) VGS=-30V -100 nA
输入电容 Ciss VGS=0VVDS=25V

f=1.0MHz

280 pF
输出电容

oss
30 pF

反向传输电容
rss

4.5 pF
a:脉冲测试tp≤300μs,δ≤2%
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成品外观尺寸/TO252-2LPackageInformation


